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Telefunken Transistor TE13002 Datasheet

TE 13002 - TE 13003

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzieile, Lampenansteuarschallungen

Besondere Merkmale:
@ |n Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzait
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& Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

zn | Jr i |l IM
I Lo LZ3
] 1 f
: = Kollektor mit
'l : S p————— ‘I:l'{ :'n E Montagefldche verbunden
N e S e —
| 1 2 Wowa Mormgehzuse:
. — = 12 A3 DIN 41869
- 3,78 |= - | JEDEC TO 126 (50T 32)
L w il —— Gewicht max. 0.8 g
Zubehor

Isolierschelbe Best. Nr. 119880
Unterlegscheiba 3.2 DIM 125 A

Absolute Grenzdaten TE 13002 TE 13003

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucpg 300 400 v
Uces G600 700 W

Emitter-Basis-Spearrspannung Uena 9 v
Kollektorstrom Ie 15 A
Kollektorspitzenstrom lem 3 A
Basisstram Ie 0.7 A

. 075 A
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Telefunken Transistor TE13002 Datasheet
TE 13002 - TE 13003
Gesamiverlustleistung
Teans ™ 25 °C Peot 40
Sperrschichttemperatur T, 150 “C
Lagerungstemperaturberaich Teg —&5...4+150 o
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Spearraschicht-Gehiduse Rinac ai KW
Kenngrofen
Tease = 25 °C, falls nichl anders angegeben
Kollektorresistrom
U-g=800Y  TE 13002 [ 05 mA
Use=T00Y  TE 13003 Ices 05 mA
rnam -] EU”C
Ueg =B00Y  TE 13002 legs 20 mA
Ueg=TO0W  TE 13003 logs 20 ma
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le=100mA, L. =125mH, TE 13002 Uismyceo 300 v
FIE. 1; Flg 2 TE 13003 UI.BR"---:D 400 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lg =1 mA Ugpmepo g v
Kaollektor-Emitter-Sattigungsspannuing
e = 100 mMA, lg = 10 mA T 15 W
o= 1A, lg=0254 Ucrsst 1.0 1)
Basis-Emitter-Sattligungsspannung
fo= 1 A Jg=0.25 A TR 1.2 W
Kaollektor-Basis-Gleichstromverhilinis
Ugg= 2V, ic =05 A he B8 40
Usg= 2V, fe= 14 heg ! 5 25
Transitfrequanz
Uep = 10V, iz = 100 ma, fr 4 10 MHz

fe=1 MHZz

t
" —F =002, t, = 0.3 ms
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Telefunken

Transistor TE13002 Datasheet

TE 13002 - TE 13003

Schaltzeiten

Min. Typ. Max.

Ohmsche Last Fig. 3
Ug =125V, lc =14,

Iy = —lgy = 0.2 A,

ty
tp =25 ps, ; = 0.01

Einschaltzeit . 1.0

Speicherzeit L 4.0

Abfallzeit t 0.7

Induktiva Last Fig. 4, 5

=14, Ig =02 A,

Uigrmm = 300V, Uggoy = 5 V. Togge = 100°C

Speicherzeit |- 4.0

Abzchaltbelastungszelt ke 0.75
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Fig. 1 MeBschaltung filr: Ugg,cen

=028 Lp=125mH

BC 160 'g=S50ma T
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Telefunken Transistor TE13002 Datasheet

TE 13002 - TE 13003
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Fig. 2 Impulsdiagramm
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Fig. 3 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mil ohmscher Last
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TE 13002 - TE 13003

Datasheet
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Fig. 4 MeBschaltung fur: Schaltzeiten mit induktiver Last
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Fig. 5 Impulsdiagramm
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